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(57) Hauptanspruch: Halbleiterbauelement, mit
einer ersten Isolierschicht (107),

einer darauf ausgebildeten Halbleiterschicht (120), die ei- ol
nen darin ausgebildeten Transistor mit SOI-Struktur ent-
halt,

einer darauf ausgebildeten zweiten Isolierschicht (108), die
die Halbleiterschicht bedeckt,

einer Elektrode (103, 105, 106), die auf der zweiten Isolier-
schicht (108) vorgesehen ist, und

einem elektrisch leitenden Hocker (11), der auf der Elektro-
de (103, 105, 106) vorgesehen ist,

wobei der Transistor und die Elektrode (103, 105, 106)
nicht direkt miteinander in Kontakt stehen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halblei-
terbauelement und insbesondere ein Halbleiterbaue-
lement, das in CSP-Form (Chip Size Package =
ChipgréRengehause) montiert ist.

[0002] Fig. 9 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht einer CSP-Montage. Ein Halbleiterbauelement
1 ist in Form eines Chips direkt auf einer Leiterplatte
2 montiert, um die fir die Montage des Halbleiterbau-
elements 1 auf der Leiterplatte 2 erforderliche Flache
zu reduzieren. Das Halbleiterbauelement 1 in Chip-
form enthalt Lothécker 11, Gber die das Halbleiter-
bauelement 1 mit der Leiterplatte 2 verbunden ist.
[0003] Fig. 10 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht eines weiteren Typs einer CSP-Montage. Wie
in Fig. 10 gezeigt ist, ist das Halbleiterbauelement 1
in Chipform manchmal von einem GieRharz 12 be-
deckt, das die Exposition der Léthécker 11 ermdg-
licht.

[0004] Die Fig. 11 bis 14 sind Querschnittsansich-
ten zur Erlduterung eines Verfahrens zur Herstellung
eines Halbleiterbauelements in der Reihenfolge auf-
einanderfolgender ProzefRschritte. Wie in Fig. 11 ge-
zeigt ist, sind auf einer oberen Oberflaiche eines
Halbleitersubstrats 101 beispielsweise aus Silicium
Diffusionsschichten 101a und 101b, die als Source
und als Drain dienen, ausgebildet. Auf dem Halblei-
tersubstrat 101 ist ein Zwischenschicht-Isolierfilm
102 ausgebildet, der beispielsweise aus Siliciumoxid
hergestellt ist. Gegenliber der oberen Oberflache ei-
nes Abschnitts des Halbleitersubstrats 101, der zwi-
schen den Diffusionsschichten 101a und 101b liegt,
ist iber einem Gate-Isolierfilm (der um der einfachen
Darstellung willen mit dem Zwischenschicht-Isolier-
film 102 gleichgesetzt ist) ein Gate 109 ausgebildet.
Mit der Diffusionsschicht 101b ist iber einen nicht ge-
zeigten Verbindungsmechanismus, beispielsweise
ein Kontaktloch, eine Aluminiumanschluf3¢flache 103
verbunden.

[0005] Auf der in Fig. 11 gezeigten Struktur wird
durch einen Plasma-CVD-ProzelR ein Siliciumnitrid-
film 104 ausgebildet. Ein Teil des Siliciumnitridfilms
104, der Uber der AluminiumanschluRflache 103
liegt, wird durch Photolithographie und durch Atzung
selektiv entfernt, um die in Fig. 12 gezeigte Struktur
zu schaffen.

[0006] Aufderin Fig. 12 gezeigten Struktur werden
durch einen Zerstaubungsprozel3 (Sputtern) eine Ti-
tanschicht 105 und eine Nickelschicht 106 aufge-
bracht (abgeschieden). Dann werden Photolithogra-
phie- und Atzprozesse so ausgefiihrt, daR die Titan-
schicht 105 und die Nickelschicht 106 nur in einem
Bereich zuriickbleiben, der sich von der Alumini-
umanschlu3flache 103 zu einem Ende des Silicium-
nitridfilms 104 erstreckt, wodurch die in Fig. 13 ge-
zeigte Struktur geschaffen wird.

[0007] Auf einer Mehrschichtstruktur, die in dem in
Fig. 13 gezeigten Aufbau aus der Alumini-
umanschlu3flache 103, der Titanschicht 105 und der

Nickelschicht 106 besteht, wird ein Léthdcker 11 an-
geordnet, um die in Fig. 14 gezeigte Struktur zu
schaffen.

[0008] Wie im Stand der Technik wohlbekannt ist,
bewirken bei einer Bestrahlung mit Alphateilchen 91
Elektronen 93 und Lécher 92, die im Halbleiter er-
zeugt werden, Betriebsfehler eines Halbleiterbauele-
ments. Obwohl das Halbleiterbauelement von dem
GieBharz 12 bedeckt ist und die Léthécker 11 wie in
Fig. 10 gezeigt freiliegen, ist es notwendig gewesen,
beispielsweise ein Polyimidharz zu verwenden, das
fur Alphastrahlen weniger durchlassig als das Materi-
al des typischen Giel3harzes 12 ist, um das Halblei-
terbauelement vor den Alphateilchen abzuschirmen
und zu schitzen.

[0009] Leider kann das Polyimidharz das Halbleiter-
bauelement in Chipform, das bei der CSP-Montage
verwendet wird, nur schwer vor Alphateilchen ab-
schirmen und schitzen. Die Herstellung eines Polyi-
midfilms anstelle des Siliciumnitridfilms 104 oder auf
dem Siliciumritridfilm 104 kénnte die Entfernung der
Titanschicht 105 und der Nickelschicht 106 sowie die
Erzeugung ungleichmaRiger oder rauher Oberfla-
chen zur Folge haben.

[0010] Diese Probleme ergeben sich aus der Film-
aufbringungstemperatur, die die Temperatur von 300
°C Ubersteigt, mit der die Titanschicht 105 und die Ni-
ckelschicht 106 durch den Zerstaubungsprozel} auf-
gebracht werden. Im allgemeinen wird ein Polyimid
durch Dehydratation von Carboxyl-Polyamid in flissi-
gem Zustand durch Erhitzen auf eine Temperatur von
300 °C bis 350 °C, um eine Polymerisierung hervor-
zurufen, hergestellt. Es ist jedoch schwierig, die in
dem Carboxyl-Polyamid enthaltene Feuchtigkeit voll-
sténdig zu entfernen. Die in dem Polyimid verbleiben-
de Feuchtigkeit kdnnte wahrend des Zerstaubens der
Titanschicht 105 und der Nickelschicht 106 freige-
setzt werden, wodurch Probleme der Entfernung der
Feuchtigkeit sowie der Erzeugung unebener Oberfla-
chen entstehen.

[0011] Weiterhin werden zwischen dem Halbleiter-
chip und der Leiterplatte mechanische Spannungen
erzeugt, da die Leiterplatte im allgemeinen einen hé-
heren Warmeausdehnungskoeffizienten als der
Halbleiterchip besitzt. Bei der CSP-Montage sind kei-
ne spannungsentlasteten Anschluf3drahtrahmen wie
bei der AnschluRdrahtgehduse-Montage vorhanden,
was Schwierigkeiten bei der Entlastung von Span-
nungen nach der Gehausemontage zur Folge hat.
Die Schwierigkeiten der Spannungsentlastung erge-
ben eine gewisse Wahrscheinlichkeit fir im Halblei-
tersubstrat 101 erzeugte Risse. Die Diffusionsschich-
ten 101a und 101b sind im allgemeinen in einem
Storstellendiffusionsbereich, der als Wanne bekannt
ist, ausgebildet. Die Erzeugung von Rissen in der
Wanne verschlechtert die Transistoreigenschaften
erheblich.
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Stand der Technik

[0012] Aus der Druckschrift WO 94/17553 ist ein
dreidimensionaler integrierter Schaltkreis und ein
Verfahren zu dessen Herstellung bekannt. Der dreidi-
mensionale Schaltkreis beinhaltet einen SOI-Wafer
mit einem Transistor, der zwischen zwei isolierenden
Schichten eingebettet ist, einer Elektrode in einem
Kontaktloch, das bis zu einer Gateelektrode reicht
und einen Indiumhoécker auf der Elektrode.

[0013] Aus der Druckschrift US 5 329 423 ist eine
Halbleitervorrichtung bekannt mit einem Halbleiter-
schaltungs-Chip mit Elektroden, auf denen Indiumho-
cker aufgebracht sind. Eine z.B. aus SiN bestehende
Passivierungsschicht und eine z.B. aus Polyamid be-
stehende Verkapselungsschicht sind in dieser Rei-
henfolge mit Ausnahme der Stellen, an denen sich
die Elektroden und die Indiumhoécker befinden, auf
den Halbleiterschaltungschip aufgebracht.

[0014] Aus "Flip Chip Technologies", John H. Lau,
Seiten 26 bis 28, McGraw-Hill, 1996 ist die Beschrei-
bung verschiedener Lot-Bump-Flip-Chip-Technologi-
en bekannt, bei denen ein Halbleiter-Chip mit
L6t-Bumps mit einem Substrat verbunden wird.

Aufgabenstellung

[0015] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Halbleiterbauelement fir die CSP-Monta-
ge und ein Verfahren zu seiner Herstellung zu schaf-
fen, wobei in dem Halbleiterbauelement Fehler auf-
grund von Alphastrahlung vermieden werden und
das Halbleiterbauelement gegenliber Beanspruchun-
gen hochgradig bestandig ist.

[0016] Diese Aufgabe wird gel6st durch ein Halblei-
terbauelement nach Anspruch 1 oder 5 oder 6. Wei-
terbildungen der Erfindung sind in den untergeordne-
ten Anspriichen angegeben.

[0017] Das Halbleiterbauelement nach Anspruch 1
oder nach Anspruch 3 kann in einer sogenannten
CSP-Montage angebracht werden, bei der der leiten-
de HOcker mit einer Leiterplatte verbunden wird. Wei-
terhin besitzt der Transistor die SOI-Struktur, wobei
Elektronen und Loécher, die aufgrund einer Alpha-
strahlung in der Halbleiterschicht, in der der Transis-
tor gebildet ist, erzeugt werden, in Mengen vorkom-
men, die die Funktionsweise des Transistors nicht
beeinflussen. Ferner besteht eine geringe Wahr-
scheinlichkeit fur die Erzeugung von Rissen in der
Halbleiterschicht aufgrund der Beanspruchungen,
die sich aus den unterschiedlichen Warmeausdeh-
nungskoeffizienten zwischen der Leiterplatte und
dem Halbleiterbauelement ergeben und die bei der
CSP-Montage ein Problem gewesen sind.

[0018] Bei dem Halbleiterbauelement nach An-
spruch 5, ist das erste Element, das gegeniber Al-
phastrahlen hochgradig bestandig ist, in dem Bereich
ausgebildet, in dem die von dem Hocker stammen-
den Alphastrahlen nicht durch einen Film blockiert
werden. Dadurch ist eine effektive Flachennutzung

moglich und werden 'nachteilige Wirkungen, die sich
aus der Alphastrahlung ergeben, vermieden.

[0019] Bei dem Halbleiterbauelement nach An-
spruch 5 liegt der Kérper des MOS-Transistors, der
als erstes Element dient, auf einem festen Potential.
Dadurch werden parasitare bipolare Effekte vermie-
den, wodurch die Bestandigkeit gegentber der Al-
phastrahlung weiter erhéht wird.

Ausfihrungsbeispiel

[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden deutlich beim Lesen der folgenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausfiihrungen, die auf die beige-
fugten Figuren Bezug nimmt. Von den Figuren zei-
gen:

[0021] Fig. 1 eine Querschnittsansicht zur Erldute-
rung der Struktur eines Halbleiterbauelements ge-
mal einer ersten bevorzugten Ausfuihrung der Erfin-
dung;

[0022] Fig. 2 eine Querschnittsansicht zur Erlaute-
rung einer weiteren Struktur gemaR der ersten bevor-
zugten Ausfiihrung;

[0023] Fig. 3-5 Querschnittsansichten zur Erlaute-
rung eines Verfahrens zur Herstellung des Halbleiter-
bauelements in der Reihenfolge aufeinanderfolgen-
der Prozefschritte;

[0024] Fig. 6 eine Querschnittsansicht zur Erlaute-
rung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung des
Halbleiterbauelements

[0025] Fig. 7 eine Querschnittsansicht zur Erlaute-
rung einer Struktur des Halbleiterbauelements ge-
maf einer zweiten bevorzugten Ausfiihrung der Er-
findung;

[0026] Fig. 8 eine Querschnittsansicht zur Erlaute-
rung einer Struktur des Halbleiterbauelements ge-
mal einer dritten bevorzugten Ausfiuihrung der Erfin-
dung;

[0027] Fig. 9 die bereits erwahnte schematische
Querschnittsansicht einer CSP-Montage;

[0028] Fig. 10 die bereits erwahnte schematische
Querschnittsansicht eines weiteren Typs einer
CSP-Montage; und

[0029] Fig. 11-14 die bereits erwahnten Quer-
schnittsansichten zur Erlduterung eines Verfahrens
zur Herstellung eines Halbleiterbauelements in der
Reihenfolge aufeinanderfolgender ProzeRschritte.

Erste bevorzugte Ausflihrung

[0030] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht zur Erlau-
terung der Struktur eines Halbleiterbauelements ge-
man einer ersten bevorzugten Ausfuhrung der Erfin-
dung. Auf einem Halbleitersubstrat 101 beispielswei-
se aus Silicium ist ein vergrabener Oxidfilm 107 aus-
gebildet. Auf dem vergrabenen Oxidfilm 107 ist ein
MOS-Transistor mit einer SOI-Struktur (SOI = Semi-
conductor-on-Insulator = Halbleiter-auf-Isolator) aus-
gebildet. Der MOS-Transistor enthalt Source- und
Drain-Bereiche 120a bzw. 120b, die in einer Halblei-
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terschicht 120 beispielsweise aus Silicium gebildet
sind, sowie eine Gate-Elektrode 110. Die Halbleiter-
schicht 120 und die Gate-Elektrode 110 sind mit ei-
nem Zwischenschicht-Isolierfilm 108 bedeckt, der
beispielsweise aus BPTEOS (Bor-Phosphor-Tetrae-
thyl-Orthosilikat) und/oder aus NSG (nichtdotiertes
Silikatglas) hergestellt ist und auf dem vergrabenen
Oxidfilm 107 ausgebildet ist.

[0031] Auf dem Zwischenschicht-Isolierfilm 108 ist
eine Aluminiumanschlu3flache 103, die entweder mit
dem Sourcebereich 120a oder mit dem Drainbereich
120b Uber nicht gezeigte Verbindungsmechanismen
verbunden ist, sowie ein Siliciumnitridfilm 104 mit ei-
ner Offnung auf der Oberseite der Alumini-
umanschluRflache 103 ausgebildet. Lediglich in ei-
nem Bereich, der sich von der Aluminiumanschluf3-
flache 103 zu einem Ende des Siliciumnitridfiims 104
erstreckt, sind eine Titanschicht 105 und eine Nikkel-
schicht 106 ausgebildet. Auf der Nickelschicht 106 ist
ein Léthdcker 11 angeordnet.

[0032] Ein unterer Teil (der das Halbleitersubstrat
101 enthalt) einer solchen Struktur, der unter dem
Zwischenschichtisolierfilm 108 liegt und diesen um-
faldt, kann unter Verwendung einer Technik zur Bil-
dung eines SOI-Transistors geschaffen werden. Ein
oberer Teil (der den Léthdcker 11 enthalt) einer sol-
chen Struktur, der Gber dem Zwischenschicht-Isolier-
film 108 liegt, kann durch die in den Fig. 11 bis 14 ge-
zeigte Technik ausgebildet sein.

[0033] In der Halbleiterschicht 120 und in dem Halb-
leitersubstrat 101 werden Elektronen 93 und 92 er-
zeugt, wenn die Struktur nach Fig. 1 mit Alphateil-
chen 91 bestrahlt wird. Da jedoch die Halbleiter-
schicht 120 fir den SOIl-Transistor vorgesehen ist,
kann die Dicke der Halbleiterschicht 120 auf eine fir
die Bildung des Kanals erforderliche Dicke reduziert
werden. Somit werden die Elektronen 93 und Locher
92 in der Halbleiterschicht 120 in einer viel kleineren
Anzahl als in dem Halbleitersubstrat 101 erzeugt.
Aus diesem Grund wird der SOI-Transistor durch die
Alphastrahlung weniger stark als bei einem soge-
nannten Bulk-Transistor, wie er in Fig. 14 gezeigt ist,
nachteilig beeinfluf3t.

[0034] Wenn ferner eine solche Struktur nach dem
Erhitzen des Lothokkers 11 und der CSP-Montage
gekuhlt wird, werden Spannungen erzeugt, da die
Leiterplatte, die einen héheren Warmeausdehnungs-
koeffizienten als der Halbleiterchip besitzt, um einen
gréReren Betrag schrumpft. Da jedoch die Halbleiter-
schicht 120 eine geringe Dicke und eine geringe Lan-
ge besitzt, ist die Wahrscheinlichkeit fir die Erzeu-
gung von Rissen in der Halbleiterschicht 120 geringer
als fur jene Risse, die im Halbleitersubstrat 101 er-
zeugt wurden. Dadurch wird ein Halbleiterchip mit ei-
ner groferen Bestandigkeit gegeniber Beanspru-
chungen als bei der in Fig. 14 gezeigten Struktur ge-
schaffen, ohne dal} die Grolkenreduzierung, die fur
die CSP-Montage charakteristisch ist, beeintrachtigt
wird.

[0035] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht zur Erlau-

terung einer weiteren Struktur des Halbleiterbauele-
ments gemal der ersten bevorzugten Ausflihrung
der Erfindung. Die Halbleiterschicht 120 erstreckt
sich senkrecht zur Langsrichtung eines nicht gezeig-
ten Kanals (d. h. in Richtung der Kanalbreite). Fur die
FS-Isolation (FS = Field Shield Isolation = Feldab-
schirmung) mehrerer Transistoren sind FS-Gates 111
vorgesehen, die in Richtung der Kanalbreite ange-
ordnet sind. Die Halbleiterschicht 120 ist, selbst wenn
sie in dieser Weise verlangert ist, viel diinner als das
Halbleitersubstrat 101. Daher k&énnen Beanspru-
chungen leichter entlastet werden und es werden
weiterhin in der Halbeiterschicht 120 weniger Risse
erzeugt. Risse, sofern vorhanden, im Halbleitersubst-
rat 101 Gben auf die Eigenschaften des in der Halb-
leiterschicht 120 gebildeten Transistors keinen Ein-
flud aus. Daher beeintrachtigt die Struktur nach
Fig. 2, die die langgestreckte Halbleiterschicht 120
fur die FS-Isolation enthalt, die Wirkungen der Erfin-
dung im Vergleich zu der Struktur nach Fig. 1 nicht.
[0036] Die Fig. 3 bis 5 sind Querschnittsansichten
zur Erlauterung eines Verfahrens zur Herstellung des
Halbleiterbauelements in der Reihenfolge aufeinan-
derfolgender Prozefschritte.

[0037] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, wird auf dem Halb-
leitersubstrat 101 ein Zwischenschicht-Isolierfilm 102
ausgebildet, auf dem eine Mehrschichtstruktur, die
die Aluminiumanschlufflache 103, die Titanschicht
105 und die Nickelschicht 106 enthalt, ausgebildet
wird. Die Aluminiumanschluf3flache 103 ist mit nicht
gezeigten Source- und Drainbereichen elektrisch
verbunden. Die lokale Dreifachmetallschichtstruktur,
die in Fig. 3 gezeigt ist, kann durch bekannte Halblei-
terherstellungstechniken erhalten werden.

[0038] Danach werden der Siliciumnitridfim 104
und eine Polyimidschicht 203 aufgebracht, ferner
wird auf der Oberseite der Nickelschicht 106 eine Off-
nung ausgebildet (Fig. 4). Ein Mehrschichtfiim 201,
der den Siliciumnitridfilm 104 und die Polyimidschicht
203 enthalt, dient als Film zum Blockieren von Alpha-
teilchen. Dann wird in der Offnung der Léthécker 11
ausgebildet, woraufhin das Halbleiterbauelement in
Chipform fertiggestellt ist (Fig. 5). Diese Struktur, die
die Polyimidschicht 203 enthalt, die verhindert, daf}
Alphateilchen in das Halbleitersubstrat 101 eindrin-
gen, kann Fehler vermeiden, die sich aus den Alpha-
teilchen ergeben, falls in dem Halbleitersubstrat 101
ein Bulk-Transistor ausgebildet ist. Alphateilchen, die
von unterhalb des Halbleitersubstrats 101 ankom-
men (wo der Zwischenschicht-Isolierfilm 102 nicht
vorgesehen ist), erreichen die Diffusionsschichten
101a und 101b unter normalen Bedingungen nicht
und mussen daher im wesentlichen nicht bericksich-
tigt werden.

[0039] Die Polyimidschicht 203 wird ausgebildet,
nachdem die Titanschicht 105 und die Nickelschicht
106 ausgebildet worden sind. Die Temperatur steigt
wahrend des Schrittes der Ausbildung des L6tho-
ckers 11 auf ungefahr 200 °C an. Daher wird das Pro-
blem der von der bereits gebildeten Polyimidschicht
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203 freigegebenen Feuchtigkeit vermieden.

[0040] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht zur Erlau-
terung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung des
Halbleiterbauelements. Auf die in Fig. 14 gezeigte
Struktur wird mit Ausnahme des Léthdckers 11 Carb-
oxyl-Polyamid getropft. Danach wird die sich erge-
bende Struktur erhitzt, um die Polyimidschicht 203
mit Ausnahme des phateilchen blockiert, ohne die
Verbindung zwischen dem Léthokker 11 und der Lei-
terplatte zu storen.

[0041] Selbstverstandlich ist das in der oben be-
schriebenen Technik verwendete Material nicht auf
Carboxyl-Polyamid eingeschrankt, statt dessen kann
irgendein Material verwendet werden, mit dem Al-
phateilchen blockiert werden und das herabtropfen
kann.

Zweite bevorzugte Ausfiihrung

[0042] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht zur Erlau-
terung einer Struktur des Halbleiterbauelements ge-
malR einer zweiten bevorzugten Ausflhrung der Er-
findung. In der oberen Flache des Halbleitersubstrats
101 sind ein Isolieroxidfilm 400 mit einem Bereich AR
sowie Diffusionsschichten 101a und 101b, die als
Source- und Drainbereiche dienen, ausgebildet. Der
Zwischenschicht-Isolierfilm 102, der Gateelektroden
109 umgibt, ist auf dem Halbleitersubstrat 101 ausge-
bildet. Die Mehrschichtstruktur, die die Alumini-
umanschlu3flache 103, die Titanschicht 105 und die
Nickelschicht 106 enthalt, ist lokal auf dem Zwischen-
schicht-Isolierfilm 102 ausgebildet. Der Léthdcker 11
ist auf der Mehrschichtstruktur angeordnet. Der Film
201 ist auf dem Zwischenschicht-Isolierfilm 102 mit
Ausnahme des Léthdckers 11 ausgebildet. Die Bil-
dung des Films 201 kann unter Verwendung des
oben beschriebenen ProzeRschrittes zur Bildung des
Polyamidfilms 203 erfolgen.

[0043] Das Vorhandensein des Films 201 und des
Loéthdckers 11 schlie®t von vornherein Alphateilchen
aus, die durch die Luft ankommen und in das Halblei-
tersubstrat 101 eindringen. Da jedoch das Loétmittel
im allgemeinen Blei als Bestandteil und radioaktive
Isotope als Verunreinigung in nicht geringen Mengen
enthalt, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit,
dall Alphateilchen vom Léthécker 11 selbst in das
Halbleitersubstrat 101 eindringen.

[0044] Um dies zu verhindern, wird auf der oberen
Flache des Halbleitersubstrats 101 die Flache AR ge-
schaffen, die vom Léthdcker 11 ohne Behinderung
durch den Film 201 sichtbar ist (d. h. mit dem L6tho-
cker 11 durch gedachte Linien, die den Film 201 nicht
berthren, verbindbar ist). Ein Element, dessen Funk-
tionsweise durch einen geringen Anstieg der elektri-
schen Ladungen beeinflu3t wird, etwa ein Transistor
und ein Kondensator, wird in dem Bereich PR, in den
vom Léthdcker 11 Alphateilchen eindringen kénnten,
nicht gebildet. Beispielsweise besitzt ein Kondensa-
tor, der in dem bei der CSP-Montage verwendeten
Halbleiterbauelement gebildet wird, eine Kapazitat

von einigen zehn Femto-Coulomb, wobei die Funkti-
onsweise eines solchen Kondensators durch die Er-
zeugung geringer Mengen von Elektron-Loch-Paa-
ren beeinflult wird.

[0045] Der Isolieroxidfilm 400 ist beispielsweise im
Bereich AR ausgebildet. Alternativ kbnnen in dem
Bereich AR der SOl-Transistor, der gegenuber den
Alphateilchen hochgradig bestandig ist und in der
ersten bevorzugten Ausfiihrung gezeigt ist, oder ein
Widerstandselement ausgebildet sein. Da der Film
201 verhindert, dal® die vom Léthécker 11 ankom-
menden Alphateilchen sowie die aus der Luft kom-
menden Alphateilchen den Transistor, der in dem
vom Bereich AR verschiedenen Bereich ausgebildet
ist, erreichen, kdnnen Fehler im Transistor aufgrund
der Alphateilchen vermieden werden.

[0046] Insbesondere kann ein Element, das eine
grolere Bestandigkeit gegentiber Alphastrahlung be-
sitzt als das Element, das in dem vom Bereich AR
verschiedenen Bereich ausgebildet ist, im Bereich
AR ausgebildet sein, wodurch eine effektive Flachen-
nutzung ermdglicht wird, ohne die Bestandigkeit des
gesamten Halbleiterbauelements gegeniiber der Al-
phastrahlung nachteilig zu beeinflussen.

Dritte bevorzugte Ausflihrung

[0047] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht zur Erlau-
terung einer Struktur eines Halbleitebauelements ge-
maR einer dritten bevorzugten Ausfuihrung der Erfin-
dung. Wie in. der ersten bevorzugten Ausflhrung
enthalt das Halbleiterbauelement der flinften bevor-
zugten Ausfihrung mehrere SOI-Transistoren 121
bis 123. Der SOI-Transistor 121 enthalt Source- und
Drainbereiche 121a und 121b, einen Kérperabschnitt
121c und eine Gate-Elektrode 121d. Der SOI-Tran-
sistor 122 enthalt Source- und Drainbereiche 122a
und 122b, einen Kdorperabschnitt 122¢ und eine
Gate-Elektrode 122d. Der SOI-Transistor 123 enthalt
Source- und Drainbereiche 123a und 123b, einen
Korperabschnitt 123c und eine Gate-Elektrode 123d.
Die Korperabschnitte 121¢c und 122c¢ liegen auf
schwebendem Potential, d. h. sind nicht auf ein fes-
tes Potential gelegt, wahrend der Koérperabschnitt
123c durch die nicht gezeigte bekannte Technik auf
einem festen Potential liegt.

[0048] Fiur die Bildung eines MOS-SOI-Transistors
im Bereich AR schliel3t die Festlegung des Potentials
des Korperabschnitts des Transistors unter Verwen-
dung der bekannten Technik parasitare bipolare Ef-
fekte durch die Elektronen und Lécher, die durch Al-
phastrahlung erzeugt werden, von vornherein aus,
ferner ist eine effektive Flachennutzung bei weiterer
Erhéhung der Bestandigkeit gegenuber der Alpha-
strahlung mdglich.

Abwandlung

[0049] Um die Erzeugung von Alphastrahlung vom
Lothocker 11 zu vermeiden, kann ein Lothocker ver-
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wendet werden, der aus einer bleifreien Legierung
aus Gold und Zinn hergestellt ist.

[0050] Obwohl die Erfindung oben im einzelnen be-
schrieben worden ist, ist die vorangehende Beschrei-
bung in ihren samtlichen Aspekten lediglich erlau-
ternd und nicht einschrankend zu verstehen. Selbst-
verstandlich kénnen zahlreiche Abwandlungen und
Veranderungen vorgenommen werden, ohne vom
Umfang der Erfindung abzuweichen.

Patentanspriiche

1. Halbleiterbauelement, mit
einer ersten Isolierschicht (107),
einer darauf ausgebildeten Halbleiterschicht (120),
die einen darin ausgebildeten Transistor mit
SOI-Struktur enthalt,
einer darauf ausgebildeten zweiten Isolierschicht
(108), die die Halbleiterschicht bedeckt,
einer Elektrode (103, 105, 106), die auf der zweiten
Isolierschicht (108) vorgesehen ist, und
einem elektrisch leitenden Hocker (11), der auf der
Elektrode (103, 105, 106) vorgesehen ist,
wobei der Transistor und die Elektrode (103, 105,
106) nicht direkt miteinander in Kontakt stehen.

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Transistor ein
MOS-Transistor ist.

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Transistor mehre-
re Transistorfeldabschirmungen (111) enthalt, die
voneinander isoliert sind und in der Halbleiterschicht
(120) ausgebildet sind.

4. Halbleiterbauelement nach einem der Anspru-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Elek-
trode eine Mehrschichtstruktur enthalt, die eine Titan-
schicht (105) und eine Nickelschicht (106) enthalt.

5. Halbleiterbauelement, mit
einem Halbleitersubstrat (101, 107, 108),
einer Elektrode (103, 105, 106), die auf dem Halblei-
tersubstrat (101, 107, 108) angeordnet ist,
einem elektrisch leitenden Hocker (11), der auf der
Elektrode (103, 105, 106) vorgesehen ist,
einem Film (201), der das Halbleitersubstrat (101,
102) mit Ausnahme des Hockers (11) bedeckt und Al-
phastrahlen blockiert,
einem MOS-Transistor (123) mit einem Korper auf ei-
nem festen Potential, der in dem Halbleitersubstrat
(101,107, 108) in einem Bereich (AR) angeordnet ist,
in den vom Hoécker (11) Alphastrahlen eindringen
kénnen, und
einem zweiten Element (121, 122), das im Halbleiter-
substrat (101, 107, 108) in einem von diesem Bereich
(AR) verschiedenen Bereich angeordnet ist und ge-
genuber der Alphastrahlung weniger bestandig ist als
der MOS-Transistor (123).

6. Halbleiterbauelement, mit
einem Halbleitersubstrat (101, 102),
einer Elektrode (103, 105, 106), die auf dem Halblei-
tersubstrat (101, 102) angeordnet ist,
einem elektrisch leitenden Hocker (11), der auf der
Elektrode (103, 105, 106) angeordnet ist,
einem Film (201), der das Halbleitersubstrat (101,
102) mit Ausnahme des Hockers (11) bedeckt und Al-
phastrahlen blockiert,
einem Isolieroxidfilm (400), der in dem Halbleitersub-
strat (101, 102) in einem Bereich (AR), in den vom
Hocker (11) Alphastrahlen eindringen kénnen, ange-
ordnet ist, und
einem Element (101a, 101b, 109), das in dem Halb-
leitersubstrat (101, 102) in dem von dem Bereich
(AR) verschiedenen Bereich angeordnet ist.

7. Halbleiterbauelement nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Elektrode eine Mehrschichtstruktur enthalt, die
eine Titanschicht (105) und eine Nickelschicht (106)
umfasst, und
der Film (201) aus Polyimid hergestellt ist.

8. Halbleiterbauelement nach einem der Anspri-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ho-
cker ein Lothocker (11) ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

'\g,;,,,,,,,/§ SN
104 \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\/ MITITHTIINS \

\\\\\\\\\\\\\ AN

120a9/© 120b

\

120——

FI1G. 2
\ 11
, ) 106
103 (/\<I\<"/ > /%I‘(({ 105
104—3 \: A g 104

lzo/ﬁ e el s
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 07

111 110 111 111 110 111

[

101

7/13



DE 198 42 441 B4 2004.07.29

FIG. 3
106
2 105
7 103
102
101
FIG. 4
203 R N L 203 | o4
104 \CH Y 104
102
101

106 105 103

8/13



DE 198 42 441 B4 2004.07.29

FIG. 5
11
203 z N 777203
104 V) M\\\\\\Wﬂ%}zm
102
101
106 105 103
FIG. 6

\ 1
203 —r /‘ﬁk\\\\%w

) 4,

104 //// /\\\'\; 555

106 105 103

9/13



DE 198 42 441 B4 2004.07.29

FIG. 7
f ,106105 103
Elalo9 lO/lb AR )X\l(l\lb l0910\13 ﬁr
FIG. &
201 0 \ 201
121d 121b 123d 1222 122d

AR

10/13



DE 198 42 441 B4 2004.07.29

FIG. 9
1
Y/
2
\%7) T \7ZA %74 X7 /
/YA A
11 11 11 11 11
FIG. 10
12
4
’ A
q 2
LY s U o e U e 2 i V) i //
/ /A
11 11 11 11 11

11/13



DE 198 42 441 B4 2004.07.29

FIG. 11
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